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コンデンサを図に示すように接続し、端子�a�c�間に�9〔V〕の電位差を与えたとき、端子�b�c�間の電位差の値として、正し

いものを下の番号から選べ。ただし、コンデンサに蓄えられた当初の電荷は零とする。

1　3〔V〕

2　4〔V〕

3　5〔V〕

4　6〔V〕

5　7〔V〕

a

b

c

4

〔μF〕1〔μF〕2

2〔μF〕〔μF〕

〔V〕9

図に示すように、中心点Oを同じ位置とする半径2〔m〕の円形導線�A�及び�半径1〔m〕の円形導線B�があり、A�は水

平に、B�はAに直交して置かれ、それぞれ�12〔A〕及び�8〔A〕の電流が矢印の方向に流れている。このときの点Oの合

成磁界の強さの値として、最も近いものを下の番号から選べ。

1　5� 〔A/m〕

2　6� 〔A/m〕

3　7� 〔A/m〕

4　8� 〔A/m〕

5　10〔A/m〕 〔m〕1

〔m〕2
AB

O

12〔A〕8〔A〕

√

図に示す平行平板電極の負(－) 電極から�初速が�0〔m/s〕で出た電子が、平行平板電極間の中央を通過するときの速度と中

央までの移動に要した時間の値として、最も近い組合せを下の番号から選べ。ただし、電子が正(＋) 電極に達したときの速度

を4.2×10
6�〔m/s〕及び移動に要した時間を4.2×10-9〔s〕とする。また、 2�≒1.4とする。

速度 時間

1　2.1×106〔m/s〕　　2.1×10-9〔s〕

2　2.6×106〔m/s〕　　2.6×10-9〔s〕

3　2.6×106〔m/s〕　　3.0×10-9〔s〕

4　3.0×106〔m/s〕　　3.0×10-9〔s〕

5　3.0×106〔m/s〕　　2.6×10-9〔s〕

電子
V〔V〕

＋

－

中央

V：電源電圧(一定)

S 

l

r S 

l

図�1�に示すように、�断面積�S 〔m2�〕で平均磁路長�l が�70〔㎜〕の環状鉄心に図2�に示すように�0.1�〔㎜〕のエアギャッ

プ（空隙）r を開けたところ全体の磁気抵抗が�2�倍になった。このときの環状鉄心の比透磁率の値として、最も近いものを下

の番号から選べ。ただし、漏れ磁束はないものとし、空気の比透磁率を 1�とする。また、透磁率�μ、長さLX�及び断面積 SX の

物質の磁気抵抗は、LX/(�μSX ) である。

　

1　400�

2　500

3　600�

4　700

5　800�

図 1 図 2
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図に示す抵抗及びコイルの直列回路に100〔V〕の正弦波交流を加えたとき、回路に1〔A〕の電流が流れ、消費電力が

60〔W〕であった。この回路のリアクタンスの大きさの値として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、電源の内部抵

抗を零とする。

1　60� 〔Ω〕

2　70� 〔Ω〕

3　80� 〔Ω〕

4　90� 〔Ω〕

5　100〔Ω〕

100〔V〕

〔A〕1

次の記述は、図に示す交流回路における電圧と電流の位相差について述べたものである。　��　�内に入れるべき字句の正し

い組合せを下の番号から選べ。ただし、電源の角周波数をω〔rad/s〕とする。

(1)　電圧と電流の位相差 θ〔rad〕は、次式で表される。

　　　　　θ＝ 　A　〔rad〕

(2)　θがπ/4〔rad〕のとき、次式が成り立つ

　　　　　1/(ωCR)＝ 　B　

(3)　このときの電源の周波数 f は、次式で表される。

　f ＝ 　C　〔Hz〕

A� B� C

1　tan-1�(ωCR)　 � 1� 1/(2πCR)�

2 tan-1�(ωCR)� 1/2� 1/(4πCR)�

3　cos-1�(ωCR)� 1/2� �� 1/(2πCR)�

4 tan-1｛1/(ωCR)｝ 1/2� 1/(4πCR)�

5 tan-1｛1/(ωCR)｝ 1� 1/(2πCR)�

R

C

R：抵抗〔Ω〕

C：静電容量〔F〕
ω

次の記述は、電気量をベクトル記号法により計算する場合を示したものである。　��　�内に入れるべき字句の正しい組合せ

を下の番号から選べ。ただし、e を自然対数の底とする。

図に示す回路の電圧 v 及び電流�i は、それぞれの位相角をθ1　及びθ2　としたとき、ベクトル記号法により次式で表すことが

できる。

　　　　　v ＝ v e j� 〔V〕、　 i ＝ i e j� 〔A〕 　　　　　

このとき、次の各式が成り立つ。

(1)� �vi ＝ v i e j�

(2)　v/i ＝ (�v /�i )�e j�

(3)　v の角周波数が ω〔rad/s〕のとき、時間 t における瞬時値 v (t )�は、次式で表すことができる。

v (t )＝ v e j� 〔V〕

A� B� C

1　(θ1　+θ2　)　 θ1　/θ2　 (ω t－θ1　)

2　(θ1　+θ2　)　� (θ1　－θ2　)　 　(ω t＋θ1　)

3　θ1　×θ2　　 � θ1　/θ2　　　　　 　 (ω t＋θ1　)

4　θ1　×θ2　　　　　 (θ1　－θ2　)� � (ω t＋θ1　)

5�θ1　×θ2　　　　　 θ1　/θ2　 (ω t－θ1　)

θ1 θ2

A

B

C

｜�｜ ｜�｜

｜�｜｜�｜

｜�｜｜�｜

｜�｜

i
負�

荷
v

図に示す回路で端子�a�b�間の合成インピーダンスZを表す式として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、角周波数を�

ω〔rad/s〕とし、抵抗、自己インダクタンス及び相互インダクタンスの値をそれぞれ�R〔Ω〕、L 及び�M〔H〕(M＞0) とす

る。

1　Z ＝ R ＋�jω(�L＋M )� ��〔Ω〕

2　Z ＝ R ＋�j2ω(�L＋M )� 〔Ω〕

3　Z ＝ R ＋�jω(�L＋2M )������������〔Ω〕

4　Z ＝ 2R＋jω(2L＋M )���������〔Ω〕

5　Z ＝ 2｛R＋jω(�L＋M )｝〔Ω〕

M

L L

R R

a

b

+
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(GK601-3)

図 1�及び図2�に示すマイクロ波電子管の原理的構造例とその名称の組合せとして、正しいものを下の番号から選べ。

図1� 図2

1　直進形クライストロン　　進行波管

2　直進形クライストロン　　マグネトロン

3　マグネトロン　　　　　　直進形クライストロン

4　進行波管　　　　　　　　マグネトロン　

5　進行波管　　　　　　　　直進形クライストロン

電子銃

コレクタら旋

入力

ビーム収束用磁石

図1

出力

電子流

ら線との結合部ら線との結合部

図2

G3 G4

G1、G2、G3、G4：グリッド

空洞共振器

出力

G1

電子流

加速電圧

G2

入力

コ
レ
ク
タ

コレクタ電圧

カ
ソ
｜
ド

図に示す回路において、ゲート-ソース間電圧 VG�＝－2�〔V〕のときドレイン-ソース間電圧VDS ＝ 8〔V〕であり、

VG�＝－1.6�〔V〕のときVDS�＝�6〔V〕であった。このときの相互コンダクタンスの大きさの値として、正しいものを下の番

号から選べ。ただし、電源電圧 VDD�＝16�〔V〕負荷抵抗RL�＝ 5〔kΩ〕とする。

1　1�〔mS〕

2　2�〔mS〕

3　3�〔mS〕

4　4�〔mS〕

5　5�〔mS〕

D：ドレイン

S�：ソース

G：ゲート
VDD

VG
RL

VDS

D

S

G

次の記述は、図に示すトランジスタのバイアス回路に用いられる温度補償用のシリコンダイオード(バリスタ)の動作につ

いて述べたものである。　　　�内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、　　　�内の同じ記号は、

同じ字句を示す。

温度が上昇すると、トランジスタ TR�のコレクタ電流 IC〔A〕が 　A　

するが、バリスタの順方向電圧は　B　 なるので、ベース -�エミッタ間

電圧 VBE〔V〕が 　C　 なり、IC�の 　A　 を防ぐ。

A� B� C

1　増加　　大きく　　大きく

2　増加　　小さく　　小さく

3　減少　　大きく　　小さく

4　減少　　小さく　　小さく

5　減少　　大きく　　大きく

VBE

IC

VCC

RCRS

バ
リ
ス
タ

TR

VCC：直流電圧〔V〕

RC�、RS：抵抗〔Ω〕

次の記述は、バイポーラトランジスタと比較したときの電界効果トランジスタ(FET) の特徴について述べたものである。�

　 　 内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

(1)　入力インピーダンスが 　A　 。

(2)　　B　 制御素子である。

(3)　消費電力が 　C　 。

A� B� C

1　高い　　電圧　　多い

2　高い　　電流　　少ない

3　高い　　電圧　　少ない

4　低い　　電流　　少ない

5　低い　　電圧　　多い
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次の記述は、負帰還増幅回路について述べたものである。　　　�内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

ただし、入力信号、出力信号及び帰還信号をそれぞれ�vI�、vO�及び vF〔V〕とし、増幅回路だけの電圧増幅度を�A (A＞0)、帰

還率をβ、β A≫1とする。また、図 2�は、図 1�の回路例を表すものとする。

(1)　図 1�において、vO�は次式で表される。

　　　　vO�＝ 　A　 × vI� 〔V〕

β A≫1であるから、負帰還増幅回路の電圧増幅度 AF�は、次式で表される。

　　　　AF�≒ 　B　

(2)　図 2�における帰還率βは抵抗 R1�及び R2〔Ω〕を用いて次式で表される。

　　　　β＝ 　C　

　したがって、AF�は次式で表される。

　　　　AF�＝ 　D　

A� B� C� D

1　A(1＋β A)　 　 1/β 　　R2/(R1＋R2)� 1＋R1/R2
2　A(1＋β A)　　 β A 　　　R1/(R1＋R2)� 1＋R2/R1
3　A/(1＋β A)　　 1/β 　　 R2/(R1＋R2)� 1＋R1/R2
4　A/(1＋β A)　　β A 　　　R1/(R1＋R2)� 1＋R2/R1
5　A/(1＋β A)　　 1/β 　 R1/(R1＋R2)� � 1＋R2/R1

＋ 増幅回路

A

帰還回路

β

vI vO－

vF

図 1

＋

－

A

vI

vF

vO

R1

R2

図 2

図に示す論理回路とその真理値表の組合せの関係を表す論理式として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、正論理と

し、A 及び B を入力、F を出力とする。

1　F ＝ A・B＋A・B

2　F ＝ A＋B

3　F ＝ A＋B

4　F ＝ A・B

5　F ＝ A・B

A
B F論理回路

真理値表

A B  F

0� 0� 0�

0� 1� 1

1� 0� 1�

1� 1� 0�

次の記述は、図に示す抵抗-容量 (RC ) 結合増幅回路(A級) において、最適動作点を設定するときに用いる直流負荷抵抗

及び交流負荷抵抗について述べたものである。　��　�内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、ト

ランジスタの内部抵抗及びコンデンサ C1�、C2�、C3〔F〕のリアクタンスは無視するものとする。

(1)　直流負荷抵抗は、　A　〔Ω〕である。

(2)　交流負荷抵抗は、　B　〔Ω〕である。

A� B

1　R3＋R4　　R3R4/(R3＋R4 )

2　R3＋R4　 R3R5/(R3＋R5 )

3　R3＋R5　 R3＋R4
4　R3＋R5　 R3R5/(R3＋R5 )

5　R3＋R5　 R3R4/(R3＋R4 )

出

力
入

力

＋6〔V〕

C1

C2

C3

R1

R2

R1�、R2、R3、R4、R5：抵抗 〔Ω〕

R3

R4

R5
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AV

A

負

荷
V

直
流
電
源

図に示すように、直流電圧計　　��と直流電流計　　��を接続して負荷の消費電力を測定したとき、　　��の指示値が�12〔V〕、

　����の指示値が�0.5〔A〕であった。　　��の内部抵抗が�50〔kΩ〕､　　��の内部抵抗が�2〔Ω〕のとき、負荷における消費

電力の値として、正しいものを下の番号から選べ。

1　3.5〔W〕　　2　4〔W〕　　3　4.5〔W〕　　4　5〔W〕　　5　5.5〔W〕

V

A V A

次の記述は、静電形計器の特徴について述べたものである。このうち正しいものを下の番号から選べ。

1　電流で動作する唯一の指示計器である。

2　駆動トルクは原理的には、加えた電圧の 3�乗に比例する。

3　用途は、交流専用である。

4　可動部を駆動するには十分な静電力が必要であるため、低い電圧の測定には適しない。

5　一般に、HF�帯の高周波測定に適している。

次の記述は、演算増幅器の用途及び回路構成例について述べたものである。　��　�内に入れるべき字句の正しい組合せを下

の番号から選べ。　

(1)　図 1�は、　A　として用いたときの回路構成例である。

(2)　図 2�は、　B　として用いたときの回路構成例である。

(3)　図 3�は、　C　として用いたときの回路構成例である。

A� B� C

1　電圧加算器　　積分器　　電圧制御発振器

2　電圧加算器　　微分器　　電圧ホロワ

3　差動増幅器　　微分器　　電圧制御発振器

4　差動増幅器　　微分器　　電圧ホロワ

5　差動増幅器　　積分器　　電圧制御発振器

＋

－

vovi

図 3

＋

－

vo

vi1
vi2

Rf

R1

R2

図 1

＋

－

C

vi
vo

R

図 2

vi、vi1�、vi2：入力

vo：出力

R、R1�、R2�、Rf：抵抗

��C：コンデンサ
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Aー20
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次の記述は、磁界中の導体が受ける電磁力について述べたものである。 　 内に入れるべき字句を下の番号から選べ。

　

(1)　磁界中に直線導体を置き、これに電流を流したとき、この導体に働く力の大きさは、　ア　 の方向と電流の方向が

　イ　 のとき最大となり、両者の方向が　ウ　のとき零となる。

(2)　磁界の方向、電流の方向及び直線導体に働く力の方向の関係はフレミングの　エ　 の法則で求められる。

(3)　長さ l〔m〕の直線導体を磁束密度�B〔T〕の平等磁界中に、磁界の方向と�θ〔rad〕(0＜θ＜π/2) の角度をなす方向に

置き、この導体に I〔A〕の電流を流したとき、この導体に働く力の大きさ Fは､F ＝　オ　〔N〕 で表される。

１　左手 ２　(BI/l ) sinθ ３　平行 ４　磁界 ５　(BI/l ) cosθ

６　右手 ７　BIl sinθ ８　電界 ９　BIl cosθ �10 　直角

図に示すように、2�個の直流電圧計を直列に接続したとき、測定できる最大電圧の値として、正しいものを下の番号から選

べ。ただし、直流電圧計　　 の最大目盛りを 150〔V〕、内部抵抗を 50〔kΩ〕及び直流電圧計　　　の最大目盛りを

100〔V〕、内部抵抗を 40〔kΩ〕とする。また、＋ 及び － の記号は、電圧計の極性を示す。

1　205〔V〕 　

2　215〔V〕

3　225〔V〕

4　235〔V〕

5　245〔V〕

V1 V2
－ －＋ ＋

V1 V2

図に示す交流ブリッジが平衡しているとき、抵抗�RX〔Ω〕及び自己インダクタンス�LX�〔H〕の値を表す式の組合せとして、

正しいものを下の番号から選べ。

R1、R2、R3：抵抗〔Ω〕

L1：自己インダクタンス〔H〕

A
検
流
計

R1

L1 RX

LX

R2 R3

1　RX�＝ R3�　　、　　LX�＝　　L1�

2　RX�＝ R2�　　、　　LX�＝　　L1�

3　RX�＝ R2�　　、　　LX�＝　 L1�

4　RX�＝ R1�　　、　　LX�＝　　L1�

5　RX�＝ R1�　　、　　LX�＝　　L1�

R3�
R2�
R1�
R3�

R2�
R1�
R3�
R2�
R2�
R3�

R2�
R1
R1�
R3�

R3�
R2�

R1�
R3�

R3�
R2�

次の図は、整流回路の原理的構成図を表したものである。抵抗�R〔Ω〕の両端に交流電源電圧の最大値のほぼ�2倍の電圧が

得られるものを1、そうでないものを 2�として解答せよ。ただし、変成器 T�の巻き線比を1:1�とし、R ≒∞ とする。

R

D

D

D

D

T

ア

R

T

D

D

イ

R

D

D
C

C

ウ

R

C

C

D

D

エ

R

C

C

D

D

オ

D：理想ダイオード

C：静電容量〔F〕
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次の記述は、ボロメータ法によるマイクロ波電力の測定について述べたものである。　　　�内に入れるべき字句を下の番号

から選べ。ただし、　　　内の同じ記号は、同じ字句を示す。

(1)　マイクロ波のエネルギーを 　ア　 エネルギーに変換して測定する。

(2)　バレッタや 　イ　 にマイクロ波電力を ウ させる。

(3)　バレッタや 　イ　 は温度上昇により　エ　が変化する。

(4)　　エ　 の変化を 　オ　で検出し、既知の電力に置き換えて測定する。　

１　反射　　　２　抵抗値　　　　　３　ホール素子　　　　 4　光　　 ５　静電容量

６　吸収　　　７　サーミスタ　　　８　静電形電圧計　　� ��9　熱　　　 10�ブリッジ回路

次の記述は、図に示す電界効果トランジスタ(FET) の原理的構造例について述べたものである。　��　�内に入れるべき字句

を下の番号から選べ。ただし、　 　 内の同じ記号は、同じ字句を示す。　

(1)　図 1は、　ア　 形FETの構造を表している。

(2)　図 1�のFET�の図記号は、　イ　である。

(3)　図 1�のFET�のドレイン電流対ゲート -�ソース電圧(ID -�VGS�) 特性の傾向を表したグラフは、　ウ　である。

(4)　図 2�は、　エ　チャネルFETの構造を表している。

(5)　　エ　 チャネルFET�は特性の違いからデプレッション形と　オ　形に大別できる。

N： N形半導体

P�:�P形半導体

D :�ドレイン

G :�ゲート

S���:�ソース
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R、R1、R2：抵抗〔Ω〕
C：静電容量〔F〕
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次の記述は、ウィーンブリッジ発振回路の発振条件について述べたものである。　　　�内に入れるべき字句を下の番号から

選べ。ただし、　　　 内の同じ記号は、同じ字句を示す。また、電圧増幅器の入力抵抗は無限大及び出力抵抗は零とする。

(1)　図に示す回路において、インピーダンス Z1〔Ω〕及び Z2 〔Ω〕は、角周波数をωとすると、それぞれ次式で表される。

　　　　　Z1�＝ R+1/( jωC)　 Z2�＝ 　ア　 /｛����R＋1/( jωC)｝

入力電圧 V iと出力電圧 V0との関係は、Z1 及び Z2 で表すと次式となる。

V0�/V i�＝ 　イ　

(2)　式②に式①を代入すると、次式が得られる。

V0�/V i�＝ 　ウ　 ＋j｛ 　エ　 ｝

(3)　式③より、増幅度は 　ウ　 で、発振周波数 f は、　オ 〔Hz〕となる。

1　(Z1＋Z2�)/Z2�　 2　－jR/(ωC)� 　 �3　2

4　Z2�/(Z1＋Z2�)�　 5　jR/(ωC)　 ���6　3

7　1/(2πCR) 　 8　1/(2π CR)　 �9　ωCR－1/(ωCR)

10　ω2���CR－1/(ω2���CR)

①

②

③

√


